
LASER A SEMICONDUTTORE

Alx Ga1-x As eterostrutture

0.37 x

n = 3.5 – 0.62 x

Eg = 1.424 + 1.247 x  eV

 = 0.88  0.76 m



LASER edge-emitter

 Zona attiva:  1 m x 3 m x 500 m,  MQW

 Specchio DBR posteriore, trattamento AR anteriore

 Fascio ellittico, divergente, astigmatico, con lobi di diffrazione

 Solo modi longitudinali, separazione c/2Ln  100 GHz

polarizzazione



LASER edge-emitter

• Elettricamente (curva I-V) simile ad un diodo + resistenza

• Molto sensibile a scariche elettrostatiche

• Molto sensibile a ritorni di luce

Corrente di soglia

• Complessivo: 0.2 nm (80 GHz)/°C

• Continuo: 0.05 nm (20 GHz)/°C

Inoltre:

• Isteresi

• Multimodo



RETICOLO ESTERNO ALLA LITTROW

 Larghezza curva di guadagno:  20nm (8 THz)

 Reticolo: 1200 righe/mm, Neff  3000,    0.2nm  (80 GHz)

 Modi cavità interna:  100 GHz

 Modi cavità esterna (L = 10 cm): 1.5 GHz    



VCSEL
Vertical Cavity Surface Emitting Laser

• Singolo modo longitudinale

• Buona qualità ottica   (diametro finestra di uscita  8 m)

• Modi trasversi

• Polarizzazione

• Alta densità di corrente  corrente di soglia bassa, alta 
efficienza

• Grande  d/dI

• Variando la corrente, cambia il detuning tra modo di cavità e 
picco di guadagno
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